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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】視野角特性に優れ、しかも表示品位の良好な画
像を表示可能な液晶表示装置を提供することを目的とす
る。
【解決手段】液晶表示装置は、マトリクス状に配置され
た画素電極１５１を有するアレイ基板１００と、アレイ
基板１００に対向配置された対向電極２０４を有する対
向基板２００と、アレイ基板１００と対向基板２００と
の間に配置された液晶組成物を含む液晶層３００と、を
備えて構成されている。画素電極１５１は、対向基板２
００側から一方向に沿って入射した後に液晶層３００を
通過した入射光を再び対向基板２００側に向けて複数の
方向に反射する反射電極である。対向基板２００は、対
向基板２００側に向けて反射された反射光を回折する回
折フィルムＤＦを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】マトリクス状に配置された画素電極を有す
るアレイ基板と、
前記アレイ基板に対向配置された対向電極を有する対向
基板と、
前記アレイ基板と前記対向基板との間に配置された液晶
組成物を含む液晶層と、を備えた液晶表示装置におい
て、
前記画素電極は、前記対向基板側から一方向に沿って入
射した後に前記液晶層を通過した入射光を再び前記対向
基板側に向けて複数の方向に反射する反射電極であり、
前記対向基板は、前記対向基板側に向けて反射された反
射光を回折する回折フィルムを備えたことを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】前記反射電極は、前記アレイ基板の主面に
ほぼ平行な平坦部と、前記平坦部に対して所定角度傾斜
した傾斜部と、を有することを特徴とする請求項１に記
載の液晶表示装置。
【請求項３】前記反射電極は、前記アレイ基板の主面に
ほぼ平行な平坦部と、凹凸を有する凹凸部と、を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】前記アレイ基板は、走査線と、前記走査線
に直交して配置された信号線と、前記走査線と前記信号
線との交差部に配置されたスイッチング素子と、前記ス
イッチング素子を覆って形成された絶縁膜と、前記絶縁
膜上に画素毎に配置され前記絶縁膜に形成されたコンタ
クトホールを介して前記スイッチング素子に接続された
前記画素電極と、を有することを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置。
【請求項５】前記絶縁膜は、有機膜材料によって形成さ
れたことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に
係り、特に、外光を反射して画像を表示する反射型カラ
ー液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電
力などの特徴を有するため、ＯＡ機器情報端末、時計、
テレビ等のさまざまな分野に応用されている。特に、薄
膜トランジスタすなわちＴＦＴを用いた液晶表示装置
は、その応答性から携帯テレビやコンピュータなど多く
の情報を含むデータの表示用モニタに用いられている。
【０００３】アクティブマトリクス型カラー液晶表示装
置は、画素電極を有するアレイ基板と対向電極を有する
対向基板との間に液晶層を挟持することによって構成さ
れている。三原色に着色された着色樹脂層からなるカラ
ーフィルタ層は、アレイ基板または対向基板のいずれか
に配置される。また、これらの２枚の基板間には、画素
電極と対向電極との間隔を一定に保つためのスペーサが
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設置されている。これら一対の基板は、液晶注入口を除
いて基板の周辺に印刷塗布された接着剤によって貼り合
わせられている。
【０００４】反射型カラー液晶表示装置は、対向基板上
のみに偏光板を配置し、アレイ基板上の画素電極をアル
ミニウムや銀などの金属膜からなる反射電極として構成
されている。このような反射型液晶表示装置では、対向
基板側から入射した入射光を反射電極によって再び対向
基板側に反射し、偏光板によって反射光を選択的に透過
することによって画像を表示している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た反射型液晶表示装置では、対向基板側から入射する入
射光の一部が偏光板の表面で反射され、液晶層を通過し
て反射された反射光と干渉しやすい。このため、表示品
位を劣化するおそれがある。
【０００６】この発明は、上述した問題点に鑑みなされ
たものであって、その目的は、視野角特性に優れ、しか
も表示品位の良好な画像を表示可能な液晶表示装置を提
供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を
達成するために、請求項１は、マトリクス状に配置され
た画素電極を有するアレイ基板と、前記アレイ基板に対
向配置された対向電極を有する対向基板と、前記アレイ
基板と前記対向基板との間に配置された液晶組成物を含
む液晶層と、を備えた液晶表示装置において、前記画素
電極は、前記対向基板側から一方向に沿って入射した後
に前記液晶層を通過した入射光を再び前記対向基板側に
向けて複数の方向に反射する反射電極であり、前記対向
基板は、前記対向基板側に向けて反射された反射光を回
折する回折フィルムを備えたことを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施の形態に
係る液晶表示装置ついて図面を参照して説明する。
【０００９】この実施の形態に係る液晶表示装置、例え
ば反射型アクティブマトリクス液晶表示装置は、液晶表
示パネル１０を備えている。
【００１０】すなわち、液晶表示パネル１０は、図１に
示すように、アレイ基板１００と、このアレイ基板１０
０に対向配置された対向基板２００と、アレイ基板１０
０と対向基板２００との間に配置された液晶組成物３０
０とを備えている。このような液晶表示パネル１０にお
いて、画像を表示する表示領域１０２は、アレイ基板１
００と対向基板２００とを貼り合わせる外縁シール部材
１０６によって囲まれた領域内に形成されている。周辺
領域１０４は、表示領域１０２の外周に沿って配置さ
れ、額縁状に形成された遮光領域を有している。
【００１１】表示領域１０２において、図１及び図２に
示すように、アレイ基板１００は、マトリクス状に配置
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されたｍ×ｎ個の画素電極１５１、これら画素電極１５
１の行方向に沿って形成されたｍ本の走査線Ｙ、これら
画素電極１５１の列方向に沿って形成されたｎ本の信号
線Ｘ、ｍ×ｎ個の画素電極１５１に対応して走査線Ｙお
よび信号線Ｘの交差位置近傍にスイッチング素子として
配置されたｍ×ｎ個の薄膜トランジスタすなわち画素Ｔ
ＦＴ１２１を有している。
【００１２】また、周辺領域１０４において、アレイ基
板１００は、ｍ本の走査線Ｙを駆動する走査線駆動回路
１８、ｎ本の信号線Ｘを駆動する信号線駆動回路１９な
どを有している。
【００１３】液晶容量ＣＬは、画素電極１５１、対向電
極２０４、及びこれらの電極間に挟持された液晶層３０
０によって形成される。また、補助容量Ｃｓは、液晶容
量ＣＬと電気的に並列に形成される。この補助容量Ｃｓ
は、絶縁膜を介して対向配置された一対の電極、すなわ
ち、画素電極１５１と同電位の補助容量電極６１と、所
定の電位に設定された補助容量線５２とによって形成さ
れる。
【００１４】図３に示すように、液晶表示装置は、アレ
イ基板１００と対向基板２００との間に液晶組成物３０
０を挟持した透過型の液晶表示パネル１０を備えてい
る。
【００１５】液晶表示パネル１０のアレイ基板１００
は、表示領域１０２において、ガラス基板などの透明な
絶縁性基板１１上に、マトリクス状に配置された複数の
画素にそれぞれ対応して形成されたスイッチング素子す
なわち画素ＴＦＴ１２１、画素ＴＦＴ１２１を含む表示
領域１０２を覆って形成される絶縁層２５、絶縁層２５
上に画素毎に配置された画素電極１５１、複数の画素電
極１５１全体を覆うように形成された配向膜１３Ａなど
を備えている。
【００１６】画素電極１５１は、絶縁層２５上において
それぞれ割当てられた画素領域毎に配置されるアルミニ
ウムや銀等の光反射性導電部材によって形成され、絶縁
層２５を貫通するスルーホール２６を介して画素ＴＦＴ
１２１にそれぞれ接続されている。
【００１７】各画素ＴＦＴ１２１は、画素電極１５１の
行に沿って形成される走査線および画素電極１５１の列
に沿って形成される信号線に接続され、走査線からの駆
動電圧により導通し、信号電圧を画素電極に印加する。
【００１８】図４に、より詳細な構造を示すように、ア
レイ基板１００は、画素電極１５１の行に沿って形成さ
れた走査線Ｙ、画素電極１５１の列に沿って形成された
信号線Ｘ、画素電極１５１に対応して走査線Ｙおよび信
号線Ｘの交差位置近傍に配置された画素ＴＦＴ１２１を
有している。
【００１９】さらに、アレイ基板１００は、液晶容量Ｃ
Ｌと電気的に並列な補助容量ＣＳを形成するためにゲー
ト絶縁膜６２を介して対向配置された画素電極１５１と
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同電位の補助容量電極６１と、所定の電位に設定された
補助容量線５２とを備えている。
【００２０】信号線Ｘは、層間絶縁膜７６を介して、走
査線Ｙ及び補助容量線５２に対して略直交するように配
置されている。補助容量線５２は、走査線Ｙと同一の層
に同一の材料によって形成されているとともに、走査線
Ｙに対して略平行に形成されている。補助容量線５２の
一部は、ゲート絶縁膜６２を介して補助容量電極６１に
対向配置されている。この補助容量電極６１は、不純物
ドープされたポリシリコン膜によって形成されている。
【００２１】これら信号線Ｘ、走査線Ｙ、及び補助容量
線５２等の配線部は、アルミニウムや、モリブデン－タ
ングステンなどの遮光性を有する低抵抗材料によって形
成されている。この実施の形態では、走査線Ｙ及び補助
容量線５２は、モリブデン－タングステンによって形成
され、信号線Ｘは、主にアルミニウムによって形成され
ている。
【００２２】画素ＴＦＴ１２１は、補助容量電極６１と
同層のポリシリコン膜によって形成された半導体層１１
２を有している。この半導体層１１２は、ガラス基板１
１上に配置されたアンダーコーティング層６０上に配置
され、チャネル領域１１２Ｃの両側にそれぞれ不純物を
ドープすることによって形成されたドレイン領域１１２
Ｄ及びソース領域１１２Ｓを有している。この画素ＴＦ
Ｔ１２１は、ゲート絶縁膜６２を介して半導体層１１２
に対向して配置された走査線Ｙと一体のゲート電極６３
を備えている。
【００２３】画素ＴＦＴ１２１のドレイン電極８８は、
信号線Ｘと一体に形成され、ゲート絶縁膜６２及び層間
絶縁膜７６を貫通するコンタクトホール７７を介して半
導体層１１２のドレイン領域１１２Ｄに電気的に接続さ
れることによって形成されている。画素ＴＦＴ１２１の
ソース電極８９は、ゲート絶縁膜６２及び層間絶縁膜７
６を貫通するコンタクトホール７８を介して半導体層１
１２のソース領域１１２Ｓに電気的に接続されることに
よって形成されている。
【００２４】アレイ基板１００の層間絶縁膜７６上に
は、有機膜材料によって形成された絶縁層２５が設けら
れている。そして、絶縁層２５上には、画素電極１５１
が設けられている。画素電極１５１は、スルーホール２
６を介して画素ＴＦＴ１２１のソース電極８９に電気的
に接続されている。
【００２５】補助容量電極６１は、ゲート絶縁膜６２及
び層間絶縁膜７６を貫通するコンタクトホール７９を介
して信号線Ｘと同一材料によって形成されたコンタクト
電極８０に電気的に接続されている。画素電極１５１
は、絶縁層２５を貫通するコンタクトホール８１を介し
てコンタクト電極８０に電気的に接続されている。これ
により、画素ＴＦＴ１２１のソース電極８９、画素電極
３０、及び補助容量電極６１は、同電位となる。
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【００２６】配向膜１３Ａは、液晶組成物３００に含ま
れる液晶分子３１０をアレイ基板１００に対して所定の
プレチルト角で略垂直な方向に配向する。
【００２７】対向基板２００は、表示領域１０２におい
て、ガラス基板などの透明な絶縁性基板２１上に、画素
領域毎に配置されたカラーフィルタ層２４（Ｒ、Ｇ、
Ｂ）、対向電極２０４、この対向電極２０４を覆う配向
膜１３Ｂ、遮光膜ＳＰなどを有している。
【００２８】カラーフィルタ層２４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）は、
例えば約３．０μｍの厚さを有し、緑色（Ｇ）、青色
（Ｂ）、および赤色（Ｒ）にそれぞれ着色され、画素毎
に配置されている。これらカラーフィルタ層２４は、緑
色、青色、および赤色の各色成分の光をそれぞれ透過さ
せる３色の着色樹脂層によって構成されている。
【００２９】対向電極２０４は、アレイ基板１００側の
画素電極１５１全体に対向するよう配置されるＩＴＯ等
の光透過性導電部材によって形成されている。配向膜１
３Ｂは、液晶組成物３００に含まれる液晶分子を対向基
板２００に対して所定のプレチルト角で略垂直な方向に
配向する。
【００３０】液晶表示パネル１０における対向基板２０
０の表面には、偏光板ＰＬが設けられている。
【００３１】ところで、この反射型液晶表示装置では、
図３に示すように、画素電極１５１は、対向基板２００
側から一方向に沿って入射した後に液晶層３００を通過
した入射光を再び対向基板２００側に向けて複数の方向
に反射する反射電極として形成されている。また、対向
基板２００は、対向基板２００側に向けて反射された反
射光を回折する回折フィルムＤＦを備えている。なお、
この回折フィルムＤＦは、偏光板ＰＬの下層に配置して
も良いし上層に配置しても良いが、この実施の形態で
は、下層、すなわちガラス基板２１と偏光板ＰＬとの間
に配置されている。
【００３２】画素電極１５１は、図３に示すように、ア
レイ基板１００の主面にほぼ平行な平坦部１５１Ｆと、
平坦部１５１Ｆに対して所定角度傾斜した傾斜部１５１
Ｓとを有している。このような平坦部１５１Ｆ及び傾斜
部１５１Ｓは、画素電極１５１の下地層としての絶縁層
２５の表面形状を制御することにより形成される。な
お、平坦部１５１Ｆと傾斜部１５１Ｓとの面積比率は、
ほぼ等しいことが望ましい。
【００３３】回折フィルムＤＦとしては、例えばデュポ
ン社製のホログラフィックフロントディフューザや、住
友化学社製のルミスティなどが適用可能である。
【００３４】上述したような画素電極構造と回折フィル
ムによる回折効果との組み合わせにより、以下のような
作用が得られる。
【００３５】すなわち、図５は、反射型液晶表示装置に
入射した入射光が反射型画素電極により反射された後に
反射表示に寄与する反射角度に対する相対的な反射輝度
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の関係を示す図である。なお、この図５に示した例で
は、液晶表示装置に入射する入射光の入射角度は、液晶
表示パネルの法線に対して＋３５°の角度である。
【００３６】曲線Ａは、平坦部のみを有する反射画素電
極１５１を備え、且つ回折フィルムを備えていない液晶
表示装置における反射輝度角度依存性を示す。
【００３７】このとき、図６に示すように、対向基板２
００側から入射角度θ１＝＋３５°で入射した入射光
は、液晶層３００を通過し後、アレイ基板１００側に設
けられた反射画素電極１５１の平坦部で反射される。こ
の反射光は、再び液晶層３００を通過した後、対向基板
２００側から出射角度θ２＝－３５°で出射される。
【００３８】なお、図６及び以下に示す図７乃至図８で
は、液晶表示パネルの法線Ｏに対して左側に傾いた角度
をプラスとし、右側に傾いた角度をマイナスとした。ま
た、これらの図６乃至図８では、対向基板２００におけ
るガラス基板、偏光板、回折フィルム、カラーフィルタ
層、対向電極、配向膜、液晶層３００、アレイ基板にお
ける配向膜などの各種材料における屈折は無視してい
る。
【００３９】したがって、このような構造の液晶表示装
置では、図５に示すように、反射角度がθ２に相当する
－３５°で反射輝度のピークを生じる。
【００４０】また、このような構造の液晶表示装置で
は、同時に、対向基板２００の外面に設けられた偏光板
ＰＬの表面においても出射角度θ２で反射される。つま
り、反射画素電極１５１で反射された反射光Ｂ１と、偏
光板ＰＬの表面で反射された反射光Ｂ２とは、同一方向
に出射されるため、干渉を生じる。この干渉現象は、反
射表示画面における表示品位を劣化させる原因となる。
【００４１】次に、偏光板ＰＬの下層または上層に回折
フィルムＤＦを設けた場合について説明する。
【００４２】曲線Ｂは、平坦部のみを有する反射画素電
極１５１を備え、且つ回折フィルムＤＦを備えた液晶表
示装置における反射輝度角度依存性を示す。
【００４３】このとき、図７に示すように、対向基板２
００側から入射角度θ１＝＋３５°で入射した入射光
は、液晶層３００を通過し後、アレイ基板１００側に設
けられた反射画素電極１５１の平坦部で反射される。こ
の反射光の一部は、再び液晶層３００を通過した後、対
向基板２００側から出射角度θ２＝－３５°で出射され
る。また、反射光の一部は、再び液晶層３００を通過し
た後、回折フィルムＤＦによって回折され、対向基板２
００側から出射角度θ３（＝－８°≠θ２）で出射され
る。
【００４４】したがって、このような構造の液晶表示装
置では、図５に示すように、反射角度がθ２に相当する
－３５°で反射輝度のピークを生じるとともに、反射角
度がθ３に相当する－８°でも反射輝度のピークを生じ
る。すなわち、曲線Ｂの場合、反射角度θ２での反射輝
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7
度ピークは、曲線Ａより低下し、他の反射角度θ３でも
反射輝度ピークを生じる。
【００４５】このような構造の液晶表示装置では、同時
に、対向基板２００の外面に設けられた偏光板ＰＬの表
面においても出射角度θ２で反射されたとしても、反射
画素電極１５１で反射され出射角度θ１で出射された反
射光Ｂ１の相対輝度が低下しているため、偏光板ＰＬの
表面で反射された反射光Ｂ２との干渉現象が緩和され
る。
【００４６】しかしながら、このように回折フィルムを
設けた液晶表示装置では、一方向すなわち反射角度θ３
での反射光Ｂ３の反射輝度が相対的に高くなってしま
い、視野角の拡大及び表示品位の向上といった効果を両
立することが困難である。
【００４７】次に、反射画素電極に一方向から入射した
入射光を複数の方向に反射する機能を設けた場合につい
て説明する。
【００４８】曲線Ｃは、平坦部１５１Ｆ及び傾斜部１５
１Ｓを有する反射画素電極を備え、且つ回折フィルムＤ
Ｆを備えた液晶表示装置における反射輝度角度依存性を
示す。
【００４９】このとき、図８に示すように、対向基板２
００側から入射角度θ１＝＋３５°で入射した入射光
は、液晶層３００を通過し後、アレイ基板１００側に設
けられた反射画素電極１５１の平坦部１５１Ｆで反射さ
れる。この反射光の一部は、再び液晶層３００を通過し
た後、対向基板２００側から出射角度θ２＝－３５°で
出射される。また、反射光の一部は、再び液晶層３００
を通過した後、回折フィルムＤＦによって回折され、対
向基板２００側から出射角度θ３（＝－８°≠θ２）で
出射される。
【００５０】同時に、対向基板２００側から入射角度θ
１＝＋３５°で入射した入射光は、液晶層３００を通過
し後、アレイ基板１００側に設けられた反射画素電極１
５１の傾斜部１５１Ｓで反射される。この反射光の一部
は、再び液晶層３００を通過した後、対向基板２００側
から出射角度θ４（≠θ２≠θ３）で出射される。ま
た、反射光の一部は、再び液晶層３００を通過した後、
回折フィルムＤＦによって回折され、対向基板２００側
から出射角度θ５（≠θ２≠θ３≠θ４）で出射され
る。
【００５１】したがって、このような構造の液晶表示装
置では、図５に示すように、反射角度がθ２に相当する
－３５°で反射輝度ピークを生じるとともに、反射角度
θ３乃至θ５でも反射輝度が相対的に高くなる。すなわ
ち、曲線Ｃに示すように、幅広い反射角度において比較
的高い反射輝度が得られる。
【００５２】このように、反射画素電極を一方向から入
射した入射光を複数の方向に反射する構造とし、さら
に、回折フィルムによる回折効果を利用することによ
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り、偏光板表面での反射光と反射画素電極での反射光と
の干渉現象を緩和しつつ、広い反射角度範囲において高
い反射輝度を安定して得ることができる。したがって、
視野角を拡大することができ、しかも、表示品位を向上
することが可能となる。
【００５３】次に、上述した液晶表示パネル１０の製造
方法について説明する。
【００５４】アレイ基板１００の製造工程では、まず、
ガラス基板１１上に、ＣＶＤ法により、シリコン窒化膜
及びシリコン酸化膜を続けて成膜し、２層構造のアンダ
ーコーティング層６０を形成する。
【００５５】続いて、アンダーコーティング層６０上
に、ＣＶＤ法などにより、アモルファスシリコン膜を成
膜する。そして、このアモルファスシリコン膜にエキシ
マレーザビームを照射してアニーリングすることによ
り、多結晶化する。その後に、多結晶化されたシリコン
膜すなわちポリシリコン膜１１２をフォトリソグラフィ
工程によりパターニングして、ＴＦＴ１２１のチャネル
層を形成するとともに、補助容量電極６１を形成する。
【００５６】続いて、ＣＶＤ法により、全面にシリコン
酸化膜を成膜して、ゲート絶縁膜６２を形成する。続い
て、スパッタリグ法により、ゲート絶縁膜６２上の全面
にタンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、アルミニウム
（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、
銅（Ｃｕ）などの単体、または、これらの積層膜、ある
いは、これらの合金膜（この実施の形態では、Ｍｏ－Ｗ
合金膜）を成膜し、フォトリソグラフィ工程により所定
の形状にパターニングする。これにより、走査線Ｙ、補
助容量線５２、及び、走査線Ｙと一体のゲート電極６３
などの各種配線を形成する。
【００５７】続いて、ゲート電極６３をマスクとして、
イオン注入法やイオンドーピング法によりポリシリコン
膜１１２に不純物を注入する。これにより、ＴＦＴ１２
１のドレイン領域１１２Ｄ及びソース領域１１２Ｓを形
成する。そして、基板全体をアニールすることにより不
純物を活性化する。
【００５８】続いて、ＣＶＤ法により、全面に酸化シリ
コン膜を成膜し、層間絶縁膜７６を形成する。
【００５９】続いて、フォトリソグラフィ工程により、
ゲート絶縁膜６２及び層間絶縁膜７６を貫通してＴＦＴ
１２１のドレイン領域１１２Ｄに至るコンタクトホール
７７及びソース領域１１２Ｓに至るコンタクトホール７
８と、補助容量電極６１に至るコンタクトホール７９
と、を形成する。
【００６０】続いて、スパッタリング法により、層間絶
縁膜７６上の全面に、Ｔａ，Ｃｒ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｗ，Ｃ
ｕなどの単体、または、これらの積層膜、あるいは、こ
れらの合金膜（この実施の形態では、Ｍｏ－Ａｌの積層
膜）を成膜し、フォトリソグラフィ工程により所定の形
状にパターニングする。これにより、信号線Ｘを形成す
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るとともに、信号線Ｘと一体にＴＦＴ１２１のドレイン
電極８８を形成する。また、同時に、ＴＦＴ１２１のソ
ース電極８９、及び、補助容量電極６１にコンタクトす
るコンタクト電極８０を形成する。
【００６１】続いて、スピンナーにより、感光性有機膜
材料（例えば、紫外線硬化性アクリル樹脂レジスト）を
基板全面に塗布する。そして、乾燥した後、このレジス
ト膜を、フォトマスクを介して３６５ｎｍの波長で２０
０ｍＪ／ｃｍ２の露光量で露光する。そして、このレジ
スト膜を所定の現像液で現像し、さらに水洗した後、焼
成する。これにより、絶縁層２５を形成する。
【００６２】この絶縁層２５の形成工程では、スイッチ
ング素子１２１と画素電極１５１とをコンタクトするス
ルーホール（２０μｍ×２０μｍ）２６、画素電極１５
１とコンタクト電極８０とをコンタクトするコンタクト
ホール８１も同時に形成する。また、このとき、絶縁層
２５の表面には、反射画素電極の平坦部及び傾斜部を形
成するために、ガラス基板１１の主面にほぼ平行な平坦
面及び平坦面に対して所定角度、例えば３°傾斜した傾
斜面を形成する。
【００６３】このような傾斜面を形成する方法として
は、諧調マスク、すなわち諧調パターンを有するフォト
マスクを用いる方法がある。絶縁層としてネガ型の有機
膜材料を用いた場合、絶縁層の高さが高くなる領域の露
光量が高くなるとともに絶縁層の高さが低くなる領域の
露光量が小さくなるような諧調パターンを有する諧調マ
スクを用いて、有機膜材料を露光する。また、絶縁層と
してポジ型の有機膜材料を用いた場合、絶縁層の高さが
高くなる領域の露光量が小さくなるとともに絶縁層の高
さが低くなる領域の露光量が高くなるような諧調パター
ンを有する諧調マスクを用いて、有機膜材料を露光す
る。
【００６４】その後、露光処理された有機膜材料を現像
した後、焼成することにより、有機膜材料の一部がメル
トし、表面が均一化される。これにより、同一露光量の
領域に平坦面が形成され、諧調パターンによって露光量
の傾斜した領域に傾斜面が形成される。
【００６５】続いて、スパッタリング法により、絶縁層
２５上にアルミニウム（Ａｌ）を成膜し、フォトリソグ
ラフィ工程により所定の画素パターンにパターニングす
ることにより、ＴＦＴ１２１のソース電極にコンタクト
した反射型画素電極１５１を形成する。絶縁層２５の平
坦面上には、画素電極１５１の平坦部１５１Ｆが形成さ
れ、絶縁層２５の傾斜面上には、画素電極１５１の傾斜
部１５１Ｓが形成される。
【００６６】続いて、基板全面に、ポリイミドなどの配
向膜材料を塗布し、焼成して、配向膜１３Ａを形成す
る。
【００６７】これにより、アレイ基板１００が製造され
る。
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【００６８】一方、対向基板２００の製造工程では、ま
ず、ガラス基板２１上全面に、スピンナーにより、赤色
の顔料を分散させた感光性レジスト（紫外線硬化性アク
リル樹脂レジスト）を塗布する。そして、乾燥した後、
このレジスト膜を、赤色画素に対応した部分に光が照射
されるようなフォトマスクを介して露光する。そして、
このレジスト膜を現像し、さらに水洗した後、焼成す
る。これにより、赤色のカラーフィルタ層２４Ｒを形成
する。
【００６９】続いて、同様の工程を繰り返すことによ
り、緑色の顔料を分散させた紫外線硬化性アクリル樹脂
レジストからなる緑色のカラーフィルタ層２４Ｇ、青色
の顔料を分散させた紫外線硬化性アクリル樹脂レジスト
からなる青色のカラーフィルタ層２４Ｂを形成する。こ
のようにして、赤、緑、青のカラーフィルタ層２４
（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を形成する。
【００７０】続いて、スピンナーにより、黒色の感光性
レジスト（紫外線硬化性アクリル樹脂レジスト）を基板
全面に塗布した後、乾燥する。そして、このレジスト膜
を、表示領域周辺の遮光領域に対応した部分に光が照射
されるようなフォトマスクを介して露光する。そして、
このレジストを、現像した後、水洗する。そして、残留
した黒色のレジスト膜を焼成することによってメルトさ
せる。これにより、黒色樹脂により遮光膜ＳＰを形成す
る。
【００７１】続いて、スパッタリング法により、基板全
面にＩＴＯを成膜し、パターニングすることによって対
向電極２０４を形成する。そして、対向電極２０４を覆
って透明基板２１の全面にポリイミドなどの配向膜材料
を塗布し、焼成して、配向膜１３Ｂを形成する。
【００７２】これにより、対向基板２００が製造され
る。
【００７３】液晶表示パネル１０の製造工程では、熱硬
化型エポキシ系接着剤である外縁シール部材１０６を液
晶注入口３２を残して液晶収容空間を囲むようアレイ基
板１００の外縁に沿って塗布し、さらに、アレイ基板１
００から対向電極２００に電圧を印加するための電極転
移材を外縁シール部材１０６の周辺の電極転移電極上に
形成する。続いて、アレイ基板１００の配向膜１３Ａと
対向基板２００の配向膜１３Ｂとが互いに対向するよう
にアレイ基板１００と対向基板２００とを配置し、加熱
して外縁シール部材１０６を硬化させて両基板を貼り合
わせる。
【００７４】続いて、液晶組成物３００を液晶注入口３
２から注入し、さらに液晶注入口３２を紫外線硬化型エ
ポキシ系接着剤である注入口シール部材３３により封止
する。
【００７５】続いて、対向基板２００の外表面に回折フ
ィルムＤＦ及び偏光板ＰＬを貼り付ける。
【００７６】以上のような製造方法によって液晶表示パ
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ネルが製造される。
【００７７】このようにして製造した反射型カラー液晶
表示装置は、広い反射角度範囲で高い反射輝度を得るこ
とができ、偏光板表面での反射光の影響を低減しつつ、
視野角特性の優れた表示任意の高い画像を表示すること
ができた。
【００７８】次に、この発明の他の実施の形態について
説明する。
【００７９】この実施の形態では、図９に示すように、
基本的な構造は、第１の実施の形態と略同一であるが、
反射画素電極１５１は、アレイ基板１００の主面にほぼ
平行な平坦部１５１Ｆと、凹凸を有する凹凸部１５１Ｇ
とを有している。このような平坦部１５１Ｆ及び凹凸部
１５１Ｇは、画素電極１５１の下地層としての絶縁層２
５の表面形状を制御することにより形成される。なお、
平坦部１５１Ｆと凹凸部１５１Ｇとの面積比率は、ほぼ
等しいことが望ましい。
【００８０】このような画素電極構造と回折フィルムに
よる回折効果との組み合わせであっても、上述した実施
の形態と同様の作用が得られる。すなわち、反射画素電
極を一方向から入射した入射光を複数の方向に反射する
構造とし、さらに、回折フィルムによる回折効果を利用
することにより、偏光板表面での反射光と反射画素電極
での反射光との干渉現象を緩和しつつ、広い反射角度範
囲において高い反射輝度を安定して得ることができる。
したがって、視野角を拡大することができ、しかも、表
示品位を向上することが可能となる。
【００８１】上述したような構造の反射画素電極は、以
下のようにして形成される。
【００８２】すなわち、スピンナーにより、感光性有機
膜材料（例えば、紫外線硬化性アクリル樹脂レジスト）
を基板全面に塗布する。そして、乾燥した後、このレジ
スト膜を、フォトマスクを介して露光する。そして、こ
のレジスト膜を所定の現像液で現像し、さらに水洗した
後、焼成する。これにより、絶縁層２５を形成する。
【００８３】この絶縁層２５の形成工程では、絶縁層２
５の表面には、反射画素電極の平坦部及び凹凸部を形成
するために、ガラス基板１１の主面にほぼ平行な平坦面
及び凹凸面を形成する。
【００８４】このような凹凸面を形成する方法として
は、１０μｍの円形パターンが一画素領域内の凹凸を形
成する部分に精密充填されたパターンを有するフォトマ
スクを用いる方法がある。絶縁層としてネガ型の有機膜
材料を用いた場合、円形パターンを光が透過するような
フォトマスクを用いて、有機膜材料を露光する。また、
絶縁層としてポジ型の有機膜材料を用いた場合、円形パ
ターンを光が遮光するようなフォトマスクを用いて、有
機膜材料を露光する。
【００８５】その後、露光処理された有機膜材料を現像
した後、焼成することにより、有機膜材料の一部がメル*
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*トし、滑らかな凹凸面が形成される。これにより、同一
露光量の領域に平坦面が形成され、円形パターンによっ
て露光量を不均一化した領域に凹凸面が形成される。
【００８６】続いて、スパッタリング法により、絶縁層
２５上にアルミニウム（Ａｌ）を成膜し、フォトリソグ
ラフィ工程により所定の画素パターンにパターニングす
ることにより、ＴＦＴ１２１のソース電極にコンタクト
した反射型画素電極１５１を形成する。絶縁層２５の平
坦面上には、画素電極１５１の平坦部１５１Ｆが形成さ
れ、絶縁層２５の凹凸面上には、画素電極１５１の凹凸
部１５１Ｇが形成される。
【００８７】このようにして製造した反射型カラー液晶
表示装置は、広い反射角度範囲で高い反射輝度を得るこ
とができ、偏光板表面での反射光の影響を低減しつつ、
視野角特性の優れた表示任意の高い画像を表示すること
ができた。
【００８８】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、視野角特性に優れ、しかも表示品位の良好な画像を
表示可能な液晶表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、この発明の一実施の形態に係る液晶表
示装置に適用される液晶表示パネルの構造を概略的に示
す図である。
【図２】図２は、図１に示した液晶表示パネルの構成を
概略的に示す回路ブロック図である。
【図３】図３は、この発明の実施の形態に係る液晶表示
パネルの構造を概略的に示す断面図である。
【図４】図４は、図３に示した液晶表示パネルを構成す
るアレイ基板の構造を概略的に示す断面図である。
【図５】図５は、反射型液晶表示装置に入射した入射光
が反射型画素電極により反射された後に反射表示に寄与
する反射角度に対する相対的な反射輝度の関係を示す図
である。
【図６】図６は、図５の曲線Ａの条件での反射表示に寄
与する光の軌跡を模式的に示す図である。
【図７】図７は、図５の曲線Ｂの条件での反射表示に寄
与する光の軌跡を模式的に示す図である。
【図８】図８は、図５の曲線Ｃの条件での反射表示に寄
与する光の軌跡を模式的に示す図である。
【図９】図９は、この発明の他の実施の形態に係る液晶
表示パネルの構造を概略的に示す断面図である。
【符号の説明】
１０…液晶表示パネル
２５…絶縁層
１００…アレイ基板
１０２…表示領域
１０４…周辺領域
１２１…スイッチング素子
１５１…画素電極
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１５１Ｆ…平坦部
１５１Ｓ…傾斜部
１５１Ｇ…凹凸部
２００…対向基板 *

14
*２０４…対向電極
３００…液晶組成物
ＰＬ…偏光板
ＤＦ…回折フィルム

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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